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Obr. 7.1-5 Méfeni voltampérovych a svételnych charakteristik luminiscenc¢nich diod

1. Méfeni voltampérovych a svételnych charakteristik luminiscen¢nich diod se
provadi soucasné v zapojeni dle obr. 7.1-5. Jako napéajeciho zdroje diod po-
uzijte plynule regulovatelny zdroj ss napéti 0-30 V. Méfte do maximalniho
proudu diodou 30 mA. Jako detektor emitovaného svétla pouzijte fotodiodu
1PP75 ve spojeni s galvanomérem MG5. Emitovany svételny tok zméfite v re-
lativnich jednotkach. Cervenou diodu (LQ 1131) i zelenou diodu (LQ 1731)
mate zabudovanou spolecné s fotodiodou i ochranym odporem R, ve svétlo-
tésnych krabickach s elektrickymi vyvody. Zmétrte 30-40 bodi charakteristiky.

POZOR : Luminiscen¢ni diody lze napajet jen pres ochranny odpor R,.p,
pripojite-li napéti pfimo na anodu a katodu, mize dojit ke zniceni diody!

2. Staticky odpor R,4, dynamicky odpor Ry; i ibytek napéti na diodach urcujete
pii jmenovitém proudu 20 mA. DOPORUCENI k alternativnimu stanoveni n:
Vyneste graf funkce (1b) ve tvaru In Ir versus Up. Smérnice jeji linedrni ¢asti
je rovna e/nkT. Odtud stanovite n.

3. Také fototranzistor (typ NPN) méte zabudovan spolecné se zdrojem svétla (LQ
1131) ve svétlotésné krabi¢ce s vyvody. Jako voltmetru a mikroampérmetru
(obr. 7.1-4) pouzijte digitdlni multimetry. Dvojity zdroj ss napéti pouzijte jako
zdroje napéti Uop 1 k napajeni luminiscenéni diody LQ 1131 (ochranny odpor
mé zabudovan). Charakteristiky fototranzistoru méfte pro tii rtizné hladiny
osvétleni tak, ze proud luminiscen¢ni diodou nastavite 10, 20 a 30 mA. Napéti
Ucg zvysujte pouze tak, abyste neprekrocili maximalni kolektorovou ztratu
Pe = IcoUco = 0.5 mW. Zakreslete Po do sité zmérenych charakteristik.

U tlohy je k dispozici pocitac, pripojeny do pocitacové laboratore na Karlové. Ode-
¢itané hodnoty je mozno ukladat do programu (napf. Excelu), po skon¢eni méfeni
vytisknout v praktiku, nechat podepsat vyucujicim a prilozit k referatu. S hodno-
tami ulozenymi na vasem disku je mozno naddle pracovat.
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